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為台灣加油打氣專欄(291)半導體矽通孔量測技術 

李家同 

 先進的晶片可以將兩個晶片連結起來，有的時候甚至於是幾十個晶片堆疊

起來。假設我們只要連結晶片 A和晶片 B，兩個晶片中當然需要一個聯結層。

聯結層也是一個半導體，可是中間有很多可以導電的導體，使得晶片 A的端點

和晶面 B的端點可以相連。圖一是一個示意圖。 

晶片A

晶片B

聯結層

 

圖一 

 其實這些導體都是非常細的，寬度大概是 10 μm。當初做的時候，其實是

在聯結層挖一個洞，如圖二所示。 

 

圖二 

 至於如何挖這個洞，也是用半導體技術的，並不簡單。一個洞挖好以後，

我們會再灌入金屬而形成一個非常細的導體。我們一定要知道這個洞的深度，

如果深和寬的比例超過 10，要精確地量測出洞的深度就很困難。我國有一家公

司可以用非破壞技術量測深度的深寬比高達 30，在全世界是相當獨到的。 

 要詳細解釋這家公司量測的原理是很困難的，我們只能說，這家公司掌握

了三個關鍵性技術。 
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(1)將光打入通孔時，要經過一套光路系統。這個系統內有很多透鏡，完全是這

家公司自行設計的，使得光可以非常垂直地打到孔底。 

(2)光反射以後，這家公司有能力將反射的光經由演算法得到孔洞的深度。 

(3)測量的設備要掃描聯結層上的矽通孔，假設有 1500 個區域要測量，這家公

司的掃描是飛行模式的，也就是說，掃描不用走走停停，而是持續移動掃描沒

有停下來，所以 1500 個區域可以在 5分鐘內完成測量。 

這家公司測量的誤差小於 0.2 μm。 

希望大家知道，量測孔洞的深度是相當重要的，因為如果深度不夠，晶片

A和晶片 B就沒有完全連結了。我們應該很高興台灣可以有這種公司。這個公

司的技術完全建築在光學和機械上，他們的設備的確是精密機械。我們應該鼓

勵他們繼續努力，也應該給他們掌聲。 


